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~  CHAPITRE 2 : LA MEMOIRE

1 - Généralités sur les mémoires

11 - Définition

Le vocable mémoire désigne un dispositif capable _Lrgg_ﬂmL(stocker) et de restituer de
l'information.

12 - Cara“cténsthues
121. Capacité '

Pour la mémoire principale, elle se mesure en bits, en octets, ou en mots (le mot est la plus petite |
unité d'information qui puisse étre adressée ou allouée). .

Ex. une mémoire adressant des mots de 16 bits et ayant une capacité de 524 288 mots peut
stocker 8 388 608 bits, soit 8 Mbits ou 1 Moctets (1 Mo)

N.B. : le Kilo K = 2% je Mé M= 22:leGigaG =2 ; leTétra T.= 2%,
%\?p g um 1&%«
Pour les mémoires secondaw&s I'unité de base est l'octet.

Ex. : un disque dur peut contemr plusieurs Goctets (Go)

122. Volatilité

Une coupure de I'alimentation électrique entrame la perte des informations en mémoire centrale,
on dit qu'elle est volatile. A . | Ll

Ce n'est pas le cas des mémoires secondaires. _fo¢ ©vlar Qe A Lok o b

123. Accés

l '
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Ex. : les mémoires & semi-conducteurs (électroniques), et les disque(tte)s magnétiques.

~  =eewmsigidest
- Ex. : la bande magnétique

l, ~

Ex. : En mémoire centrale il peut &tre de 5 & 70 nanosecondes: 4— es tunt ‘9‘*‘@‘““ an M\X\W‘W’(‘
Ex. : Pour un disque il peut é&tre de 8 3 13 mnlhseoondes '

Pour mesurer les performances d’un support de mémaire, on utrlise une autre notion : celle de
~débit (ou vitesse de transfert) qui s'exprime en octet par seconde.
Ex. : 33 Mo/s ou 66Mo/s pour un disque dur Ultra DMA

124. mbilité, coiit de stockage.
Les mémoires ont une fiabilité qui dépend de la technolog|e employée et des manipulations

auxquelles elles sont soumises, notamment pour les mémoires auxiliaires. Elles sont en général,
sensibles a la chaleur, a la présence de champs magnétiques etc. ce qui peut induire un colt non
négligeable, en particulier sur les gros systémes.
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13 - Hiérarchisation de la mémoire Registres, mémoires cache, centrale,

périphérique A rnalioe (e (omwens HON
Y
Mémoire Mémoire Mémoire Mémoire Unité de
auxiliaire | | cache-disque | & Centrale || CAHE || traitement
(secondaire) : incibale (Antémémoire) '
o Ay M\df» . :vr\dmc'&ui‘& j\w{&)‘/w ‘w\’aw\ékw p e SIS
' ORGANES PERIPHERIQUES . ORGANES CENTRAUX

La mémoire centrale est constitué de circuits électroniques (semi-conducteurs) ol I'information est
stockée dans des registres (I'information y représentée sur plusieurs positions binaires).

14 - C|assiﬂcatioh des mémoires

L'é ROM & ne qeud 3 wmodqp
) moire mortes (MEM) PROM o pans aqogls s
M ELECTRONIQUES — - EPROM & REPROM T ,
E ‘ MmNy Ly RAM Statique (BRAM) 1
M Mepire Y MEV) RAM Dynamique {QRAM) - char]
o] ] ' Bande magnétique en bobine ou en cartouche
1 MAGNETIQUES Disque magnétique fixe (disque dur) ou amovibie
‘R T Disquette souple (amovible)
E m‘ﬁa@r&» ~o [CD-ROM CD-R DVD-ROM Effacement impossible:
S OPTIQUES™ -»CD RW DVD-RAM Réinscriptible
._Réinscriptible

w _.. Disque magnéto-optique

2 - Place de la mémoire centrale dans l‘'ordinateur

21- Schéma fonctionnel |
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22 - Parallélisme et anticipation

" Dans les machines puissantes, le temps d'exécution d'une opération commandée par une
instruction devient faible devant le temps de recherche en mémoire, de I'instruction et des
. opérandes (adresses et données). Les techniques rendues possibles par le recouvrement des
‘cycles mémoires (on parle d'entrelacement ou d'imbrication), visent & ce que toutes les ,
informations nécessaires & I'exécution d'une instruction solent présentes dans les registres rapides
avant que I'unité de traitement ne soit effectivement préte & exécuter l'instruction. '
- La mémoire est organisée en biocs indépendants qui permet la simultanéité (paraliélisme) entre
I'exécution et les transferts en mémoire. ,
Il'y a donc anticipation (d'oll le terme d’antémémoire). On dit aussi mémoire cache.

% memove mbrale v epide o9 \e ooty eV nepgp

3 - Organisation d'une mémoire centrale ’ :
- @ . - adressage ---> décodeur d'adresses
» - stockage -> matrice de cellules élémentaires
- Mmise en attente -> tampon amplificateur d'E/S.
- contrble des commandes de ['unité centrale

31- Notion de mot mémoire, point mémoire

32 - Organisation Interne d'un boitier m_émoire’ N

COMMANDES

A | | e pas oy {lm D
D |__Contrble | (o)
R 7 ' N
(C E v U N
s Décodeur |— [ Matrice |— [ Tampon E- *°
S _,|des adresses|_| des cellules | _____|Amplificateur « E o
E - ) ___| ‘dEss s o ) o
'8 - , | .Cc'\'-’lo'( wa om ;

321- Matrice des cellules élémentaires SRy ‘(‘NO"\’J v lf&u'm\mv\ . |
Clest la partie mémoire proprement dite. Suivant ie principe retenu une sSNCTEUNREISISNGY

(\Q,%QL Sl\iv da.  wlowns e du Wife

322 - Le décodeur d'adresse
GGt : (ol

323 - Le tampon amplificateur d'entrée-sortie
Clest un intermédiaire qui permet de mettre le signal & niveau au moment de I'échange des
@ données, avant une écriture (W) ou une éenitame (R).

- glle a été
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- La logique de contréle
-1l existe aussi une circuiterie annexe qui permet de prendre en compte les commandes émanent
de I'unité centrale

R (Read) provoque la restitution des données

W (Write) provoque ['écriture des données ;

- CS (Chip Select) ou CE (Chi@Enable) actlve le tampon amplificateur,

- CAS (Column Adress Strobe) et RAS (Row Adress Strobe) t le multlplexage des
adresses. que collowue @FQN&W Fe iy 2 taNe
325_Bmd“geg\,u WFQ nve . .2\0(({ Lﬂ‘t}
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- 9 10} : ‘ _ ‘ 2% oleks
€ ddapmodeo e TTT
Brochage physique™ ( Brochage logique
A - O-d"f/% ' 4= eq;ce ) o
o = d&wc\é L de el (Bda L@ ) o= Lite - A
4-Lesm mo:res mortes (MEM ) ou ROM ' '
41- Définition

Ill ’ . I I I I . I I —
42 - Classification

ROM Read Only Memory : elles sont programmée définitivement par Ie constructeur de la

machine.

PROM Programmable ROM elles peuvent étres programmées une fois par I'utilisateur au moment
- de linstallation. 0¢ ~s\- pOQrOIns~e A VBOuRE X @

REPROM Re-programmable ROM : elles peuvent étre effacées par rayons ultra violet et

reprogrammées plusieurs fois. Ry VA2 M{r\zq\o.ww P x ek uliNie dor aayou U Vil

| ® 5 - Les mémoires vives (@E\o ou RAM Rovdom peat Odwody
51- Définition

52 - Classification
Réalisés a I'aiae gscu/es (ou bistables), ¢

X ’

Temps d'accés = 10 ns -+ colt élevé . % vy

Capacité = 256 ko 512 ko sur des puces directement sur la carte mére ou incorporé au micro-
processeur .

SEEEETTERE R '
Réalisés a partir de transistor, grande denslte d'intégration, giissseakistomtiliamiamey
G :
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Il est donc nécessaire de la rafraichir, reguhérement pour maintenir I'informatnon d'oli la
nécessité d'une circuiterie annexe.

Temps d'accés = 50 & 70 ns, le colit est donc moins élevé que Ies SRAM. Capacité élevée (4 Mo
a 256 Mo sur des barettes). ;
R 7 frion o hes dlocdie
FPM (Fast Page Mode).60 ns environ (adressage a deux dimensions ;accéléré)

EDO (Enhanced Data Out) 10% plus rapide que la FPM, grace 3 un tampon supplémentaire.
SDRAM (Synchronous Dynamic RAM) synchronisée sur Ie bus des données 8-10 ns.

DDR SDRAM (Double Data Rate)

DRDRAM (Direct Rambus DRAM) ~ :

SLDRAM (Sync Link DRAM) , - olle 'y a»knusm‘%a

rror Checking
- Correction) -~ intégrants des bits additionnels pour la détection d'grreurs, elles sont donc plus
onéreuses et généralement utilisées sur des serveurs.

Variantes s fm& O‘\ﬁvp\m w

VRam (Vidéo Ram) mémoir: dynamnque utilisée pour les applications vidéo haute vitesse; elle
‘possede des acceés séparés pour le processeur et les circuits vidéo. On la trouve sur les cartes
d'interface graphique. oo cd¢ \Rwatele
'WRam (Windows Ram) mémoire vidéo plus rapide que la VRam.

 523- Cas particulier ' tousgorond gouSiontisr l“‘%‘*\“w
mémoires FLASH: il s'agit en fait d'une RAM (S ou D) couplée a une EEPROM A la mise sous
tension le contenu de I'EEPROM est copié en RAM, est eventuellement modifié. A la m:se hors

tension, la RAM est recopiée sur YEEPROM.
Technologie chére, utilisée pour sauvegarder des configurations (BIOS, cartes PCMCIA, disque
dur sur les portables). -

6 - Technologie et organisation.

Les mémoires les plus vendues actueliement sont des composants regroupes sur des barrettes
DIMM (Dual Inline Memory Module) sont des mémoires 64 bits et comportent 168 broches. Elles
sont de grande capacité. La plupart des cartes méres récentes comportent de deux a quatre
emplacements DIMM.

On trouve encore sur certaines machines des barrettes SIMM (Single In-line Memory Module) de
capacités et de taille d'adressage variables. 1l existe des barrettes 8 bits, 16 bits, 32 bits.

Les barrettes SIMM les plus récentes sont des 32 bits, et comportent 72 broches.

Sur une carte mére prévue pour un Pentium (I et II), ces emplacements étaient regroupés en
banques. Pour obtenir des mots de 64 bits, il faut donc toujours installer soit un nombre pair de
barrettes 32 bits, soit un multlple de 4 barrettes 16 bits, toutes de capactte et de temps d'acces
identiques.

Remarque : il existe des barrettes SIMM de 9 et de 36 bits. Ils s'agit en fait de barrettes 8et
32 bits, munie, pour chaque groupe de 8 bits, d'un bit de parité. Ce bit supplémentaire permet
de tester le fonctionnement des composants a l'initialisation et la validité des données .
enregistrées (voir ECC).

B1>. Odwasires PUASH glmenll Qﬂ"‘“’“ o
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Exercices 1

Figure a
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Exercice 2
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‘a - On repére sur une oarte mére un boitier tel que presente ci-apres (fi gure a) De ﬂuel type de
mémoire s'agit-il et comment le sait-on ? RO L wen
A quoi sert cette mémoire sur Ia carte mére

¢/UY v pROM

cn"et

Faikou@ G o avase e\( u:svx.v:.\vve. e

b - Quelle est la taille du mot mémoire, et combien peut-on loger de mots mémonre (capacité
mémoire ou taille mémoire du boitier), dans un boitier représenté sur la figure b ?
De quel type de mémoire s'agit-il (mémoire vive ou mémoire morte) ?

Figureb  JYole ~ 8 Bks: g
~ e &o%ﬂi
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—1 Mémoire |__ D5
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Vous devez assurer la sauvegarde ‘d'une base de données de 109 Go, sur bande magnébque
AGO

a) Exprimez ce volume de données en Mo, en Ko, et en octets.

R T
As%F B 1T Lo og a

On vous remet le tableau suivant, vous devez compléter les demneres colonnes :

c) xLu‘zu

Matériel Volume Taux de Nombre de Temps de . Temps de
cartouche transfert Cartouches | Sauvegarde en | Sauvegarde en
» : seconde heures
Exabyte 60 Go 12 Mo/s 2 1030 1,12
AIT 50 Go 6 Mo/s 2 \roby | Yy, us
DLT 8000 .40 Go 6 Mo/s %A Wwoey . I u o
Super DLT 100 Go 10 Mo/s A \o £uo -2,%°
| Magstar E 20 Go 14 Mo/s 5 FEhle 250
LCO Accelis 50 Go 20 Mo/s L Sito A
LCO Ultrium 100 Go 10 Mo/s A 40240 &£, %0

b COﬂCiu ¢t oy & Q\.a..)\\o\uad

On envisage d'utiliser un graveur de CD, sachant que :

- la capacité d'un

CD-R est de 640 Mo ;
- le taux de transfert théorique initial d'un CD est de 150 Ko/s

- les caractéristiques du graveur sont les suivantes : o
o Graveur Interne - IDE - 24x10x40x (Ecriture : 24x - Ré-€criture : 10x - Lecture 40x - - Tampon 2 Mo)

UL % 450 Rep=Mho0¥afS - mgs N:ss
c) Comparez avec les solutnons sur bandes magnétiques et concluez ? :
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